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【はじめに】貫通転位は電気特性に大きな影響を与えるため、その影響について検討することは

非常に重要である。我々はこれまで、GaN 基板上 Si ドープ n-GaN 層の電気特性を Hall 効果測定

により評価し、Si 濃度（[Si]）が 1016 cm-3台の n-GaN 層では移動度における転位散乱の影響は無

視できるほど小さいことを報告した[1]。本研究では、貫通転位がキャリア密度や移動度に与える

影響をより明確にするため、サファイア基板 AlNテンプレート（以下、AlN/sapp.テンプレート）

上に MOVPE 成長した Siドープ n型 GaN層の Hall効果測定を行い、同時に成長した GaN 基板上

n-GaN 層の Hall効果測定結果と比較、考察したのでこれを報告する。 

【実験】基板として半絶縁性 FeドープGaN（0001）基板とAlN/sapp.テンプレートを用意し、MOVPE

成長炉に同時に入れて、C ドープ高抵抗 GaN 層（2 µm）、Siドープ n-GaN層（2 µm）を順次成長

した。n-GaN層中の[Si]が異なる２系統の試料を作製し、GaN基板上試料の SIMS 分析によって[Si]

はそれぞれ 1×1017, 3×1016 cm-3であることを確認している。CLおよび XRC 測定により貫通転位

密度を求めたところ、GaN 基板上試料は 3×106 cm-2、AlN/sapp.テンプレート上試料は 1×109 cm-2

であった。試料を正方形に切り出し、Ti/Alオーミック電極を形成して、30～300 Kの温度範囲で

Hall効果測定を行った。 

【結果】Hall 効果測定によって得られたキャリア密度の温度依存性から、両基板上試料の結果は

ほぼ一致し、基板の違いによるドナー密度の差は小さいことを確認した。Fig.1 に各試料の Hall

移動度の温度依存性を示す。図中の実線は様々な散乱機構（転位散乱は考慮していない）の理論

曲線である。GaN 基板上試料の移動度は理論曲線（黒線の Total Mobility）とよく一致し、低温域

では不純物散乱、高温域では極性光学フォノン散乱により支配されていることがわかる。一方、

AlN/sapp.テンプレート上試料については、全温度領域で GaN基板上試料よりも移動度が低下して

おり、これは転位散乱の影響だと考えられる。また、その低下幅は[Si]が 1×1017 cm-3の試料より

も 3×1016 cm-3 の試料の方が大きく、貫通転位の影響は低ドープになるほど顕著になることが見

て取れる。                         [1]澤田直暉他, 信学技報, Vol.115, No. 329 (2015) 27 
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Fig.1 Temperature dependence of Hall mobility; (a) [Si]: 1×1017 cm-3, (b) [Si]: 3×1016 cm-3 
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